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@ Deklaagsamenstelling voor een fotobeschermlaag en werkwijze voor het vormen van een fijn patroon
door het gebrulk ervan.

@ De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een

fotobeschermlaagpolymeer betrokken is met een

1015367

-l tekening(en). De oo
£ ingezien. :

tegen verontreiniging met amine beschermende
deklaagsamenstelling en op een werkwijze voor
het vormen van een fijn patroon door het gebruik
ervan. Bij voorkeur omvat de tegen verontreiniging
met amine beschermende deklaagsamenstelling
van de onderhavige uitvinding een tegen verontrei-
niging met amine beschermende verbinding. Bruik-
bare tegen verontreiniging met amine
beschermende verbindingen zijn onder andere
aminederivaten, waaronder aminozuurderivaten;
amidederivaten; urethaanverbindingen waaronder
ureum; zouten daarvan; en mengsels daarvan. De
tegen verontreiniging met amine beschermende
deklaagsamenstelling van de onderhavige uitvin-
ding reduceert of elimineert problemen zoals
*T-topping’ vanwege een vertragingseffect na
blootstelling en problemen bij het vormen van een
fijn patroon van minder dan 100 nm vanwege dif-
fusie van zuur die geassocieerd zijn met gebruike-
lijke lithografieprocessen waarbij een

hoofdketen die alicyclische derivaten bevat, met
behulp van een lichtbron, zoals KrF (248 nm), ArF
(193 nm), F, (157 nm), elektronenbundel, ionen-
bundel en extreem ultraviolet (EUV).

¢ De inhoud van dit octrooi wijkt af van de oorspronkelijk ingediende beschﬁj\}ing met ‘co'nclu'sie(s) en eventuele
rspronkelijk ingediende stukken kunnen bij het Bureau voor de Industriéle Eigendom worden



Deklaagsamenstelling voor een fotobeschermlaag en
werkwijze voor het vormen van een fijn patroon door het
gebruik ervan

Achtergrond van de uitvinding

1. Gebied van de uitvinding
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een
10 deklaagsamenstelling en op een werkwijze voor het vormen
van een fijn patroon door het gebruik ervan, die gebruikt
worden voor een fotolitografisch proces van een vervaardi-
gingswijze van een halfgeleider. In het bijzonder heeft de
uitvinding betrekking op een deklaagsamenstelling om tegen
15 verontreiniging met amine te beschermen en op een werkwijze
voor het vormen van een fijn patroon door het gebruik
ervan, die geschikt zijn wvoor een fotolitografisch proces
voor het vormen van een ultramicropatroon waarbij licht-
bronnen gebruikt worden met een ultrakorte golflengte van
20 minder dan 250 nm.

2. Beschrijving van verwant onderzoek
Recent 2zijn chemische DUV-fotobeschermlagen van
het vergrotingstype onderzocht teneinde grote gevoeligheid

25 bij a la minute beeldvormingswerkwijzen voor het vervaar-
digen van halfgeleiders te bewerkstelligen. Dergelijke
fotobeschermlagen worden vervaardigd door een fotozuur-
generator en matrix-harspolymeer met een in zuur instabiele
groep te mengen.

30 Overeenkomstig het reactiemechanisme van een
dergelijke fotobeschermlaag (soms aangeduid als "PR"),
genereert de fotozuur-generator zuur wanneer hij door een
lichtbron belicht wordt en de hoofdketen of vertakte keten
van de hars wordt met het gegenereerde zuur tot reactie

35 gebracht om ontleed of verknoopt te worden. De verandering
van de polariteit van de hars induceert verschillen in
oplosbaarheid tussen het blootgestelde gedeelte en het
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niet-blootgestelde gedeelte in de ontwikkeloplossing zodat

een vooraf bepaald patroon gevormd wordt.

Bij het lithografieproces hangt de resolutie wvan

de golflengte van de lichtbron af - hoe korter de golfleng-

~

te hoe meer a la minute het patroon gevormd kan worden.

Lithografieprocessen waarbij lichtbronnen gebruikt

worden met een golflengte van minder dan 250 nm zijn recen-

telijk onderzocht. Als een geschikt fotobeschermlaagpoly-

meer was er veel belangstelling voor een polymeer met

alicyclische derivaten in de hoofdketen of de vertakte

keten. Het toepassen van deze alicyclische polymeren vopr

de vervaardigingswijze van halfgeleiders heeft echter vele

nadelen. De chemische eigenschappen van het alicyclische

polymeer kunnen bijvoorbeeld gevarieerd zijn vanwege het

zuur dat gegenereerd wordt door de blootstelling aan licht.
Bovendien kan het gegenéreerde zuur geneutraliseerd =zifn

door amineverbindingen in het milieu gedurende de tijd

tussen de blootstelling en het bakken na blootstelling

("vertragingseffect na blootstelling"). Als resultaat kan

een gewenste resolutie niet verkregen worden of het patropn

kan een T-vorm ("T-topping") hebben. Dit probleem is vooral

acuut wanneer de concentratie van het amine in het miligu

meer dan 30 ppb is, wat tot geen patroonvorming leidt.

Teneinde de hiervoor genoemde nadelen uit de weg

te ruimen =zijn de volgende werkwijzen in de 1literatuur

gesuggereerd:

(1) een uitgloeiwerkwijze waarbij de PR-hars tot

boven de glasovergangstemperatuur (Tg) ervan gebakken wordt

nadat de PR aangebracht is [zie W.D. Hinsberg, S.A. MacDo-
nald, N.J. Clecak, C.D. Snyder, en H. Ito, Proc. SPIE,

1925, (1993) 43; H. Ito, W.P. England, R. Sooriyakumarai

N.J. Clecak, G. Breyta, W.D. Hinsberg, H. Lee, en D.Y.
Yoon, J. Photopolymer Sci. and Technol., 6, (1993) 547; .
Breyta, D.C. Hofer, H. Ito, D. Seeger, K. Petrillo, H.

Moritz, en T. Fischer, J. Photopolymer Sci. and Technol
7, (1994) 449; H. Ito, G. Breyta, D. Hofer,
R. Sooriyakumaran, K. Petrillo, en D. Seeger, J. Photopoljy

-
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mer Sci. and Technol., 7, (1994) 433; H. Ito, G. Breyta, R.
Sooriyakumaran, en D. Hofer, J. Photopolymer Sci. and
Technol., 8, (1995) 505];

(2) het toevoegen van de amineverbinding aan de PR
[zie Y. Kawai, A. Otaka, J. Nakamura, A. Tanaka, en T,
Matsuda, J. Photopolymer Sci. and Technol., 8, (1995) 535;
S. Saito, N. Kihara, T. Naito, M. Nakase, T. Nakasugi en Y.
Kat. J. Photopolymer Sci. and Technol., 9, (1996) 677; S
Funato, Y. Kinoshita, T. Kuto, S. Masuda, H. Okazaki, M.
Padmanaban, K. J. Przybilla, N. Suehiro en G. Pawlowski, J
Photopolymer Sci. and Technol., 8, (1995) 543];

(3) het vormen van een deklaag op een bovengedeel-
te van de PR teneinde de PR te beschermen tegen veront-
reiniging met amine in het milieu, na de PR-bekledingsstap
en de bakstap ([zie J. Nakamura, H. Ban. Y. Kawai en A.
Tanaka, J. Photopolymer Sci. and Technol., 8, (1995) 555;
A. Oikawa, Y, Hatakenaka, Y. TIkeda, Y. Kokubo, S. Miyata,
N. Santoh, en N. Abe, J. Photopolymer Sci. and Technol., 8,
(1995) 519].

De hiervoor beschreven gebruikelijke werkwijzen
hebben echter ook vele nadelen zoals complicering van de
werkwijze. In feite is het moeilijk een ultrafijn patroon
te vormen met behulp van de hiervoor beschreven werkwijzen.

Samenvatting van de uitvinding

Bijgevolg is een doelstelling van de onderhavige
uitvinding te voorzien in een deklaagsamenstelling die een
tegen verontreiniging met amine beschermende verbinding
bevat die de hiervoor genoemde problemen op kan lossen.

Bovendien is een andere doelstelling van de
onderhavige uitvinding in een werkwijze te voorzien voor
het vormen van een fotobeschermlaagpatroon met behulp van
de hiervoor vermelde deklaagsamenstelling.

ey
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Korte beschrijving van de tekeningen

De figuren 1 en 2 zijn SEM-foto's die een gebruit
kelijk fotobeschermlaagpatroon laten zien; en
de figuren 3 tot 7 zijn SEM-foto's die een fotobert
schermlaagpatroon overeenkomstig een voorkeursvoorbeeld van
de onderhavige uitvinding laten zien.

Gedetailleerde beschrijving van de uitvoeringsvormen die ds

114

voorkeur hebben

W

Teneinde de hiervoor beschreven doelstellingen te
verwezenlijken, voorziet de onderhavige uitvinding in een
tegen verontreiniging met amine beschermende deklaagsament
stelling, omvattende een deklaagmateriaal en een tegen
verontreiniging met amine beschermende verbinding die een
basische of zwak basische eigenschap (d.w.z. een basischs

W

verbinding) heeft. Met de onderhavige uitvinding wordt oo}

7Y

voorzien in een werkwijze voor het vormen van een fijn
patroon door het gebruik ervan.

Een van de commercieel beschikbare materialen voor
deklaag-halfgeleiders die aan geschoolde vakmensen goed
bekend zijn, kan bij de onderhavige uitvinding gebruikt
worden. Voorbeelden van dergelijke materialen worden ver-
kocht onder de aanduidingen "NFC 540" door Japan Synthetig
Rubber en "Aquatar" door Clariant, Inc.

De tegen verontreiniging met amine beschermende
verbinding van de onderhavige uitvinding is een basische off
zwak basische verbinding, bij wvoorkeur een in water oplos-
bare verbinding, waaronder cyclische en alicyclische stik-
stof bevatten verbindingen. Voorbeelden van stikstof bevat-
tende verbindingen die bij de onderhavige uitvinding bruik-
baar zijn, zijn onder andere aminederivaten (waaronderx
aminozuurderivaten); amidederivaten; urethaanverbindingen,
waaronder ureum; en zouten daarvan. Het mol%-bereik van de
tegen verontreiniging met amine beschermende verbinding ig
bij wvoorkeur 0,001 ~ 0,1 mol% tot water, met meer voorkeurn
0,005 ~ 0,05 mol% tot water, en met de meeste voorkeur
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0,007 ~ 0,03 mol% tot water.

Het geconjugeerde zuur (d.w.z. een geprotoneerde
vorm) van de basische verbinding heeft bij voorkeur een pKa
van ongeveer 13 of minder, bij voorkeur ongeveer 11 of
minder, met meer voorkeur ongeveer 9 of minder, en met de
meeste voorkeur ongeveer 7 of minder.

Bij een bijzondere uitvoeringsvorm is de tegen
verontreiniging met amine beschermende verbinding een

verbinding met formule I:

Rl -N-Rz

R,

waarbij elke R,, R, en R, onafhankelijk H of C,-C,,-alkyl is.
Alkylgroepen volgens de onderhavige uitvinding zijn alifa-
tische koolwaterstoffen die groepen met een rechte of
vertakte keten kunnen zijn. Alkylgroepen kunnen eventueel
met één of meer substituenten zoals een halogeen, alkenyl,
alkynyl, aryl, hydroxy, amino, thio, alkoxy, carboxy, oxo
of c¢ycloalkyl gesubstitueerd 2zijn. Er kunnen eventueel
samen met de alkylgroep één of wmeer =zuurstof-, zwavel of
gesubstitueerde of ongesubstitueerde stikstofatomen inge-
voegd zijn. Alkylgroepen die de voorkeur hebben, zijn onder
andere ongesubstitueerde alkylgroepen en gesubstitueerde
alkylgroepen met één of meer hydroxy-, amine- en/of carbo-
nyl- (zoals keton, carbonzuur, en ester) groepen, d.w.z.
C,-C,,-alkyl met een rechte of vertakte keten, C,-C,,-alcohol
(-OH) met een rechte of vertakte keten, C,-C,,-carbonzuur
met een rechte of vertakte keten, C,-C,,-amine met een
rechte of vertakte keten, C,-C,,-keton met een rechte of
vertakte keten, of (,-C,,~ester met een rechte of wvertakte
keten. '

Bij één aspect van de onderhavige uitvinding omvat
de tegen verontreiniging met amine beschermende wverbinding
een aminozuur, in het bijzonder L-proline (d.w.z. verbin-
ding met formule II), tetramethylammoniumhydroxidepenta-
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hydraat (d.w.z. verbinding met formule III), triethanolan

ne (d.w.z. verbinding met formule IV), en mengsels daarva
De tegen verontreiniging met amine beschermende verbindi
omvat bij wvoorkeur triethanolamine.

CHjy
Qﬁ" Hac-—lil"tCH pH'ZSHQO HOCsz_h'l-Cszo
H COCH CHj C2H5OH

I I v

Er is door de onderhavige uitvinders gevonden d
wanneer een top-bekledingsstap uitgevoerd wordt met behu

van de tegen verontreiniging met amine beschermende d

i-
n.
ng

at
1p

laagsamenstelling van de uitvinding een ultrafijn patroon

met een uitstekend profiel gevormd kan worden. Zonder a
een theorie gebonden te zijn wordt gemeend dat de teg
verontreinigingﬂ met amine beschérmende deklaagsamenstelli
van de uitvinding effectief verontreiniging met amine

het milieu verhindert tijdens het oponthoud na blootste
ling (hierna aangeduid als "PED") en verhindert dat zuu
dat door de blootstelling aan licht gegenereerd wordt,

een niet-blootgesteld gebied diffundeert. Dat wil zeggg

wanneer een tegen verontreiniging met amine beschermen
verbinding van de onderhavige uitvinding aan een gebru
kelijke deklaagsamenstelling toegevoegd wordt, heeft

resulterende tegen verontreiniging met amine beschermen
deklaagsamenstelling een geschikte basische eigenschap

als een buffer te werken om te verhinderen dat het zuur 4
op het blootgestelde gebied gegenereerd wordt verontreini
wordt door de amineverbindingen in het milieu. Bovendi
wordt de tegen verontreiniging met amine beschermen
deklaagsamenstelling van de onderhavige uitvinding op h
bovenste gedeelte van de PR aangebracht. Er wordt gemee]
dat de tegen verontreiniging met amine beschermende verbi
ding die in de tegen verontreiniging met amine beschermen

ng
in
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deklaagsamenstelling van de onderhavige uitvinding aanwezig
is de diffusie van zuur op het PR-oppervlak beperkt, waar-
door het superieure patroon met een verticaal profiel ge-
vormd wordt.

Aanvullende déelstellingen, voordelen, en nieuwe
kenmerken van deze uitvinding zullen aan geschoolde vak-
mensen duidelijk worden na analyse van de volgende voor-
beelden daarvan, die niet als beperking bedoeld zijn.

Voorbeelden

Teneinde de effecten van de deklaagsamenstelling
volgens de onderhavige uitvinding te bevestigen wordt bij
de volgende voorbeelden een PR-patroon gevormd door een
top-bekledingsproces te gebruiken dat bestaat uit:

(a) het aanbrengen van een fotobeschermlaagsamen-
stelling op een substraat om een fotobeschermlaag te vor-
men;

(b) het aanbrengen van een deklaagsamenstelling op
het bovenste gedeelte van de fotobeschermlaag om een dek-
laag te vormen;

(c) het blootstellen van het resulterende beklede
substraat aan licht met behulp van een belichtingsapparaat;
en

(d) het ontwikkelen van het resulterende product.

De PR-samenstelling die hiervoor gebruikt wordt,
wordt bereid door het oplossen van (i) poly-(2-hydroxye-
thyl-5-norborneen-2-carbonzuur / tert-butyl-5-norborneen-2-
carboxylaat / 5-norborneen-2-carbonzuur / maleinezuuranhy-
dride), (ii) een fotozuurgenerator en (iii) bepaalde andere
additieven naar keuze in (iv) propyleenglycolmethylethera-
cetaat- (PGMEA) oplosmiddel ({zie J.C. Jung, C.K. Bok, en
K.H. Baik, J. Photopolymer Sci. and Technol., 10, (1997)
529; J.C. Jung, C.K. Bok, en K.H. Baik, Proc. SPIE, 3333,
(1998) 11; J.C. Jung, M.H. Jung en K.H. Baik, J. Photopoly-
mer Sci. and Technol., 11, (1998) 481].

De tegen verontreiniging met amine beschermende
deklaagéamenstelling in de Voorbeelden van de uitvinding
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wordt bereid door de tegen verontreiniging met amine be

Y

schermende verbinding toe te voegen aan een gebruikelijk
deklaagsamenstelling.

Al de patroonvormingsexperimenten worden uitge
voerd onder een conditie met een concentratie van amine in

het milieu van meer dan 15 delen per miljard (ppb).

Vergelijkend voorbeeld 1
Bij een concentratie van amine in het milieu vap

T

15 ppb wordt de PR-samenstelling op het substraat aange
bracht, 90 seconden bij 110°C gebakken en tot 23°C gekoeld.
Daarna wordt een NFC 540 deklaagmateriaal vervaar

digd door Japan Synthetic Rubber (hierna aangeduid al

Ul

"JSR"), als een deklaagsamenstelling op het bovenste ge

| P]

deelte van de PR-bekleding aangebracht, 60 seconden bij 60°
gebakken en gekoeld.

Het resulterende product wordt aan licht wvan een
ArF-belichtingsapparaat blootgesteld, 90 seconden bij 110°
gebakken en ontwikkeld in een 2,38 gew.%-ige TMAH-oplosf
sing, waarbij het 150 nm-patroon dat in Figuur 1 weergeger
ven wordt verkregen wordt.

Zoals in Figuur 1 weergegeven wordt, is het
bovenste gedeelte van het patroon aanzienlijk beschadigd en
het verticale profiel ervan is niet compleet. Er wordt
gemeend dat dit resulteert uit diffusie wvan zuur naar heg
niet blootgestelde gebied tijdens het PED.

Vergelijkend voorbeeld 2

Bij een concentratie van amine in het milieu wvan

15 ppb wordt de PR-samenstelling op het substraat aange
bracht, 90 seconden bij 110°C gebakken en tot 23°C gekoeld.
Daarna wordt een Aquatar deklaagmateriaal vervaar

T

digd door Clariant Inc. op het bovenste gedeelte van de PR
bekleding aangebracht, 60 seconden bij 60°C gebakken en
gekoeld.

Het resulterende product wordt aan licht wvan een
ArF-belichtingsapparaat blootgesteld, 90 seconden bij 110°C

6 7™
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gebakken en ontwikkeld in een 2,38 gew.%-ige TMAH-oplos-
sing, waarbij het 150 nm-patroon dat in Figuur 2 weergege-
ven wordt verkregen wordt.

Zoals in Figuur 2 weergegeven wordt, is het boven-
ste gedeelte van het patroon aanzienlijk beschadigd zoals
in Figuur 1 en de ontwikkeling van het blootgestelde gebiéd
is niet volledig.

Voorbeeld van de uitvinding 1

Er wordt eerst een nieuwe tegen verontreiniging
met amine beschermende deklaagsamenstelling van de onderha-
vige uitvinding bereid door 20 g NFC 540 (een deklaagmate-
riaal vervaardigd door JSR) en 0,016 g L-proline te mengen.

Het PR-patroon wordt gevormd door de werkwijze van
Vergelijkende voorbeeld 1 te herhalen, maar met behulp van
de hiervoor beschreven samenstelling als de tegen veront-
reiniging met amine beschermende deklaagsamenstelling. In
het kort wordt bij de concentratie van amine in het milieu
van ongeveer 15 ppb, de PR-samenstelling op het substraat
aangebracht, 90 seconden bij 110°C gebakken en tot 23 °C
gekoeld.

Daarna wordt de tegen verontreiniging met amine
beschermende deklaagsamenstelling op het bovenste gedeelte
van de PR-bekleding aangebracht, 60 seconden bij 60°C
gebakken en gekoeld.

Het resulterende product wordt aan licht wvan een
ArF-belichtingsapparaat blootgesteld, 90 seconden bij 110°C
gebakken en ontwikkeld in een 2,38 gew.%-ige TMAH-oplos-
sing, waarbij het 150 nm-patroon dat in Figuur 3 weergege-
ven wordt gevormd wordt.

Vergeleken met Figuur 1 is het bovenste gedeelte
van het patroon in Figuur 3 significant minder beschadigd
en laat een significant verbeterd verticaal profiel zien.

L |
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Voorbeeld van de uitvinding 2

Er wordt een nieuwe tegen verontreiniging mg
amine beschermende deklaagsamenstelling van de onderhavig
uitvinding bereid door 20 g NFC 540 (een deklaagmateriag
vervaardigd door JSR) en 0,025 g tetramethylammoniumhy
droxidepentahydraat te mengen.

Het lithografieproces wordt op dezelfde werkwiijz
als Vergelijkend voorbeeld 1 uitgevoerd met behulp van d
hiervoor beschreven tegen verontreiniging met amine bg
schermende deklaagsamenstelling om het in Figuur 4 afgd
beelde 150 nm-patroon te vormen.

Vergeleken met Figuur 1 is het bovenste gedeelt]
van het patroon in Figuur 4 significant minder beschadig
en laat een significant verbeterd verticaal profiel zien.

Voorbeeld van de uitvinding 3
Er wordt een nieuwe tegen verontreiniging me

amine beschermende deklaagsamenstelling van de onderhavige

uitvinding bereid door 20 g Aquatar (een deklaagmateriaa

vervaardigd door Clariant Inc.) en 0,016 g L-proline te

mengen.

Het top-bekledingsproces wordt uitgevoerd door d
werkwijze van Vergelijkend voorbeeld 2 te herhalen, maa
met behulp van de hiervoor genoemde tegen verontreinigin
met amine beschermende deklaagsamenstelling. Het in Verge
lijkend wvoorbeeld 2 beschreven lithografieproces leverd

het 150 nm PR-patroon op dat in Figuur 5 weergegeven wordt|.

Vergeleken met Figuur 2 is het bovenste gedeelt
van het patroon in Figuur 5 significant minder beschadig
en het verticale profiel daarvan is significant verbeterd.

Voorbeeld van de uitvinding 4

Er wordt een nieuwe tegen verontreiniging me
amine beschermende deklaagsamenstelling van de onderhavig
uitvinding bereid door 20 g Aquatar (een deklaagmateriaa
vervaardigd door Clariant Inc.) en 0,025 g tetramethylammo

d

t

1

1)

W
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niumhydroxidepentahydraat te mengen.

Het top-bekledingsproces wordt uitgevoerd door de
werkwijze van Vergelijkend voorbeeld 2 te herhalen, maar
met behulp van de hiervoor genoemde tegen verontreiniging
met amine beschermende deklaagsamenstelling. Het in Verge-
lijkend voorbeeld 2 beschreven lithografieproces Ileverde
het 150 nm PR-patroon op dat in Figuur 6 weergegeven wordt.

Vergeleken met Figuur 2 is het bovenste gedeelte
van het patroon in Figuur 6 significant minder beschadigd
en het verticale profiel daarvan is significant verbeterd.

Voorbeeld van de uitvinding 5

Er wordt een nieuwe tegen verontreiniging met
amine beschermende deklaagsamenstelling van de onderhavige
uitvinding bereid door 20 g Aquatar (een deklaagmateriaal
vervaardigd door Clariant Inc.) en 0,020 g triethanolamine
te mengen.

Het top-bekledingsproces wordt uitgevoerd door de
werkwijze van Vergelijkend voorbeeld 2 te herhalen, maar
met behulp van de hiervoor genoemde tegen verontreiniging
met amine beschermende deklaagsamenstelling zodat het 150
nm PR-patroon dat in Figuur 7 weergegeven wordt, gevormd
wordt .

Vergeleken met Figuur 2 is het bovenste gedeelte
van het patroon in Figuur 7 significant minder beschadigd
en het verticale profiel daarvan is significant verbeterd.

' Hoewel de voorbeelden 1-5 beschreven zijn met
behulp van ArF-straling als de blootstellingsbron van
licht, kunnen andere lichtbronnen, waaronder de lichtbron-
nen met ultrakorte golflengte zoals KrF (248 nm), F, (157
nm), elektronenbundel, ionenbundel en extreem ultraviolet
(EUV) ook gebruikt worden.

In aanvulling op de hiervoor beschreven PR-samen-
stelling kunnen andere gebruikelijke PR-samenstellingen die
aan geschoolde vakmensen bekend zijn ook gebruikt worden.
Lithografie-omstandigheden die in de Voorbeelden gebruikt
worden, kunnen indien nodig gevarieerd worden. '

N 7=
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De uit de hiervoor beschreven Voorbeelden vex

kre-

gen resultaten laten zien dat de verontreiniging met gmine

tijdens PED en patroondeformatie op het bovenste oppernvlak

van de PR-laag vanwege diffusie van zuur significant d

ere-

duceerd of verhinderd kunnen worden door een tegen veyont-

reiniging met amine beschermende verbinding toe te vq
aan een gebruikelijke deklaagsamenstelling volgens
onderhavige uitvinding.

De voorgaande bespreking van de uitvinding is|

egen
de

ter

toelichting en als beschrijving gegeven. Het voorgaande is

niet bedoeld om de uitvinding tot de hier beschreven
of vormen te beperken. Hoewel de beschrijving wvan de
vinding één of meer uitvoeringsvormen en bepaalde varia
en modificaties omvat, vallen andere variaties en modif
ties binnen het kader van de uitvinding, b.v. zoals to
vaardigheid en kennis van geschoolde vakmensen kan behg
na de interpretatie van de onderhavige beschrijving. He
de bedoeling rechten te verkrijgen die alternatieve uit
ringsvormen in de toegestane mate omvatten, waaro
plaatsvervangende, onderling verwisselbare en/of equiva
te structuren, werkingen, bereiken of stappen voor
waarvoor rechten gevraagd worden, of dergelijke

plaatsvervangende, onderling verwisselbare en/of equiva
te structuren, werkingen, bereiken of stappen hier nu

vorm
uit-
ties
ica-
t de
ren,
t is
voe -
nder
len-
die,

len-
wel

of niet beschreven worden en zonder de bedoeling te hepben

openlijk octrooieerbare onderhavige kwesties openbaar

maken.
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Gewijzigde conclusies

1.  Tegen verontreiniging met amine beschermende deklaagsamenstelling
voor een fotobeschermlaag omvattende:

(a) een deklaagsamenstelling; en

(b) tenminste een basische verbinding, welke tenminste een zuurgroep en
tenminste een basegroep tezamen in een molecuul bevat.

2. Tegen verontreiniging met amine beschermende deklaagsamenstelling
volgens conclusie 1, waarbij de basische verbinding een pKa van 8-12 en een
pKb van 10-14 heeft.

3. Tegen verontreiniging met amine beschermende deklaagsamenstelling
volgens conclusie 2, waarbij de basische verbinding een aminozur is.

4. Tegen verontreiniging met amine beschermende deklaagsamenstelling
volgens conclusie 3, waarbij de basische verbinding L-proline is.

5. Werkwijze voor het vormen van een fotobeschermlaagpatroon,
omvattende de stappen van

(a) het aanbrengen van een fotobeschermlaagsamenstelling op een susbstraat
om een fotobeschermlaag te vormen,;

(b) het aanbrengen van een tegen verontreiniging met amine beschermende
deklaagsamenstelling volgens conclusie 1 op het bovenste gedeelte van de
fotobeschermlaag om een deklaag te vormen;

(c) het blootstellen van het aan het oppervlak beklede substraat aan licht met
behulp van een belichtingsapparaat; en

(d) het ontwikkelen van het blootgestelde substraat.

6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij het belichtingsapparaat een
lichtbron omvat die een ultrakorte golflengte van minder dan 250 nm kan

genereren.

101536 7™
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7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij de lichtbron gekozen wordt uit de

groep van KrF (248 nm), ArF (193 nm), F2 (157 nm), elektronenbundel,

ionenbundel en extreem ultraviolet (EUV).

8. Halfgeleiderelement vervaardigd door de werkwijze volgens conclnsie 5
5  toe te passen.

9. Tegen verontreiniging met amine beschermende deklaagsamenstelling

volgens conclusie 1, waarbij de deklaagsamenstelling in water oplosbaay is.

101536 7m
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